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Zusammenfassung 

Elektronisches Bauteil mit einer Geh&usepackung 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einer 
Geh&usepackung (2) aus mehreren Kunststoff lagan (3) mit irtin- 
destens einer vergrabenen Leiterbahnlage <4) und mit minde- 
starts einem Halbleiterchip (5), der £uf einer AuGenseite (6) 
verteiite spxtzkegelige AuSenkontakte (7) aufweist. Die 
spi-tzkegellyen AuJaenJcontalcte (7) dviarcbriririgen eine der ECunst- 
stofflagen (3) und bilden Durchkontakte zu der vergrabenen 
Leiterbahnlage (4) . Ferner betrifft die Erfindung ein Verfah- 
T^r2^H^tea^n^^ elektronischen Bauteils 

(l) . , . 

[Figur 1] 
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Elektronisches Bauteil. mit einer Gehausepackung 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einer 
Geh£usepackung aus mehreren Kunststof f lagen mit mindestens 
einer vergrabenen Leiterbahn und mit mindestens einem Halb- 
leiterchip sowie ein Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung 
von mehreren derartigen elektronischen Bauteilen gemafc der • 
Gattung der unabhangigen Ansprtiche. 




15 



20 



Die Verkleinerung von Baugruppen ' in vielen Elektronikberel- 
^•herT^Eforc^^ 



elementen sowohl auf Leiterplatten als auch in einer Gehause- 
v'erpackung. Jedoch nimmt die Kontaktierung der Kontaktf lachen 
des Halbleiterchips mit entsprechenden Kontaktanschlufif l&chen 
auf einer Umverdrahtungsplatte oder einem SchaltungstrSger in ! 
der Gehausepackung einen erheblichen Raum ein, .weil Dxahtver- 
bindungen* den sogenannten Bondverbindungen .zwischen .den Kon- 
taktf lachen und den' Kontaktanschlufcf lachen geschaffen werden . 
iuussen. 




Bei einer ' Flip-Chip-Verbindung wird. zwar die Verbindungstech- 
nik in einer Gehausepackung durch" auf den Halbleiterchip auf- 

25 gebrachte ballf Brmigen Aufienkontakten ohne jedes Drahtbonden 
gelost, weil die Aufcenkontakte unmittelbar auf eine Umver- 
drahtungsplatte oder auf einen SchaltungstrSger aufgelotet 
werden konnen, jedoch ergibt sich ein erheblicher Zwischen- 
raum zwischen dem Halbleiterchip und entweder der Umverdrah- 

30 tungsplatte oder einem Schaltungstrfcger, der nachtrSglich • 
■ durch sogenannten Underfill aufgefttllt werden muss, so dass . 
zwar eine F.lachenersparnis gegenuber den Drahtverbindungs- 
technologien auftritt, jedoch eine relativ komplexe Verbin- 
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dungstechnik zwischen den . Aufienkontakten des Halbleiterchips 
und ainer Umverdrahtungsplatte oder eines Schaltungstragers 
erforderlich wird. 

5 Aufgabe der Erfindung 1st es, ein elektronisches Bauteil zu • 
schaffen, das kostengtlnstig herstellbar und sine verbesserte 
Fackungsdichte von Halbleiterchips in qiner Geh^usepackung 
ermOglicht. 

10 Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabh£ngigen An- 
sprttche gslSst. Vorteilhafte We it e r b i 1 dung en der Erfindung 
ergeben sich aus den abhSngigen Ansprtichen. 

Erf indungsgemafc wird ein ' elektroni'sches Bauteil mit einer Ge- 
15 hausepackung aus mehreren Kunststof f lagen angegeben f das min- 
desterts eine vergrabe'ne Leiterbahnlage aufweist'und mit min- 
destens einem Halbleiterchip versehen ist. Dieser Halbleiter- 
chip weist auf seiner Au&enseit© verteilte, s'pitzkegelige Au- 
ftenkonta^te auf. Diese spitzkegeligen Aufienkontakte durch- 
20 dringen in der Gehausepackung eine der Kunststof flagen und 

bilden Durchkontakte zu der mindestens einen vergrabenen Lei- 
terbahnlage. 

Unter "spitzkegelig" wird in diesem Zusammenhang ein Korper 
25 verstanden, der eine Grundf lache und eine Htthe aufweist, wo- 
bei sich seine- Aufienkontur von der Grundfl&che aus mit zuneh- 
mender Hohe verjUngt. 

Ein derartiges erf indungsgemSftes Bauteil ist kostengtlnstig 
30 durch Einlaminieren von Halbleiterchips in eirie Kunststof fla- 
gs zu realisieren, ohne dass aufwendige Durchkontakte in der 
Kunststof flage vorher vorzuhalten sind. Damit ktfnnen sehr 
flache BauhShen realisiert werden, da. die Kontaktierung zu 
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der vergrabenen Leiterbahnlage praktisch nicht zur Bauteilhd- 
he beitragt, weil Auflenkontakte in der Kunststof f lage wie . 
vorgesehen verschwinden. Dartiber hinaus entfallt die Notwen- 
digkeit eine sogenannte "Underf ill n -Schicht zum nachtragli- 
5 chen Aufftillen von Zwischenraumen zwischen dem Halbleiterchip 
und' einer aufienliegenden Leiterbahnlage vorzusehen. Mit dem 
Durchdringen einer Kunststof f lage mittels der spitzkegeligen 
Aufcenkontakte des Halbleiterchip sind automatisch zujnindest 
die Unterseit£ des Halbleiterchips und die spitzkegeligen Au- 
10 aenkontakte von einer Kunststof fmasse umgeben. Somit bilden 
sich keine unerwttnschten HohlrSume. 

J w Andererseits ist as mbgliohT^warh-lw eifc}^ er wuns-cht-e-^oh-l^a^iiRe 

definiert herzustellen, indem in der Kunststof f lage zwischen 
. 15 den spitzkegeligen Aufcenkontakten, welche die Kunststof f lage 
durchdringen/ Vertiefungen vorgesehen sind,' so dass- sich fla- 
che Hqhlgehause ausbilden, die insbesondere fttr die Sensor- 
technik von Vorteil sind. Dazu weist die- Gehausepackung eine 
entsprechend strukturierte Kunststof f lage auf . 

20 

Das elektronische Bauteil kann ein Multichipmodul mit mehre- 
ren vergrabenen Leiterbahnlagen und mehreren Halbleiterchips", 
die spitzkegelige Auiienkontakte* aufweisen, sein. Dabei kSnnen 
die* spitzkegeligen Auj&enkontakte der Halbleiterchips in der' 

•25 Gehausepackung des Multichipmodul s unterschiedliche Kunst- 
i stofflagen durchdringen und Durchkontakte zu unterschiedli- 
chen vergrabenen Leiterbahnlagen bilden. Diese mogliche Aus- 
fUhrungsform der Erfindung zeigt die hohe Flexibilitat dieser 
neuen Technik, die es • ermoglicht r Gehfiusepackungen und elek- 
30 tronische Bauteile mit derartigen Gehaiisepackungen darzustel- 
len r bei denen Halbleiterchips in die Gehausepackung einge- 
bettet sind und/oder die Gehausepackung zusatzlich mit Halb- 
leiterchips bestUckt ist* 



urn 26.06.02 16:24 FAXG3 Nr: 538059 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 6 von 43) 



26-JUN-2082 15:30 SCHUEIGER 8. PPRTNER 449 89 32199389 S. 07/43 



FIN 399 P/2002 




10 





Somit schafft die Erfindung die MSglichkeit, dass das elek- ■ 
tronische Bauteil vergrabene Halbleiterchips auf waist. Ein 
vergrabenes Halbleiterchip in einer derartigen GehSusepackung 
aus mehreren Kunststof f lagen kann allein dadurch realisiert . 
werden, dass tiber einen Halbleiterchip, dessen spitzkegelige 
Aufcerikontakte eine Kunststof flage durchdringen und eine ver- 
grabene Leiterbahnlage kontaktieren, eine weitere Kunststoff- 
lage angeordnet ist. 

Der Vorteil der Raumersparnis kann dadurch vergrSAert werden, 
dass-als Halbleiterchips gedttnnte Halbleiterchips mit kegel- 
"IrtumpH^ 



gedtinnte Halbleiterchips k6nnen eine Dicke zwischen 30 und 
15 100 Mikrometern als vergraberie Halbleiterchips aufweisen und • 
sind durch eine abdeckende auflere Kunststof flage vor Bescha- 
digungen ge'sichert. 

Ein Multichipmodul kann zus&tzlich auf seiner Oberseite 
20 und/oder seiner Unterseite Aufcenkpntaktf lachen aufweisen, die 
' mit einer tlbergeordneten Schaltungsplatine elektrisch verbun- 
den werden kohnen qder auf die Aufcenkontakte in Form von Lot- 
b&llen Oder Lothttcker aufgebracht sind. GruhdsStzlich besteht 
' auch die ' MSglichkeit, dass mit der neuen Technik ein Multi- 
25 chip auf. seiner Oberseite Halbleiterchips aufweist, die mit 

ihren spitzkegeligen AuBenkontakten die oberste Kunststof fla- 
ge durchdringen und Durchkontakt zu einer darunter liegenden 
vergrabenen Leiterbahnlage bilden. Auch in dieser Ausftth- 
rungsform der Erfindung kann auf vorher vorbereitete Durch- 
30 kontakte durch eine Kunststof flage zu der vergrabenen Leiter- 
bahnlage verzichtet werden, da die spitzkegeligen Aufcenkon- 
takte beiiu Durchdringen der obersten Kunststof flage Durchkon- 
takte ausbilden. 
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20 




25 



In einer weiteren Ausfiihrungsf orm der Erfindung kann das Mul- 
tichipmodul auf seiner Oberseite zusatzlich passive Bauele- 
mente aufweisen, die dann. uber gesonderte Durchkontakte in 
der obersten Kunststof f lage mit einer der vergrabenen Leiter- 
bahnlagen oder tiber Durchkontakte- durch mehrere Kunststof f la- 
gen mit den Aufienkontaktf lachen auf der unterseite des Multi- 
chipmoduls verbunden sind. 

Eine weitere AnwendungsmSglichkeit der erf indungsgemafcen Ge- 
hausepackung besteht darin elektroriische Bauteile mit einer 
Hohlgehausepackung zu schaffen, wobel diese Hohlgehausepak- 



30 



kung sowohl die Kunststof flagen, die vergraoene ^ei-tSYbahnla^— 
ge als auch den mindestens einen Halbleiterchip mit spitzke- 
geligen Kontakten aufweist. Die Kunststof f lage, die sich un- 
mittelbar an den Halbleiterchip anschliefct und .durch welche 
die spitzkegeligen Aufienkontakte hindurchragen, bi'ldet dabei 
einen Rahmen des Hohlgehauses- aus und weist ihnerhalb des 
Rahmens eine Vertiefung auf. Dazu ist diese Kunststof f lage, 
durch welche die spitzkegeligen Aufienkontakte des. Halbleiter- 
chips hindurchdringen, eine strukturierte Kunststof f lage. Ei- 
ne weitere Kunststof flags kann eine Abdeckung der Ve'rtiefun- 
. gen bilden und dabei Durchkontakte aufweisen, die mit den 
spitzkegeligen Aufienkontakten des Halbleiterchips elektrisch 
verbunden sind. 

Im einfachsten Fall der Realisierung einer Hohlgehausepackung 
mit Hilfe doa erfindung«g«maBen Aufbaus bestfth*. die Hohlge- 
hSusepackung lediglich aus zwei Kunststof flagen. Dabei bildet 
eine den Hohlgehauserahmen mit diirchdrungenen spitzkegeligen . 
Aufienkontakten des Halbleiterchips und eine weitere Kunst- 
stofflage dient der Abdeckung des Hohlgehauses bezielmngswei- 
seder Vertiefung, die von dem Rahmen umgebeh ist. In dieser 
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Ausfuhrungsform der Erfindung bildet der Halbleiterchip eine 
zweite Abdeckung der Hohlgeh&usepackung, so dass in vorteil- 
hafter Weise unmittelbarer Zugriff zu einer Oberseite des 
Halbleiterchips besteht, womit Berahrungssensoren realisier- 
S bar sind.- 

Die HohlgehSusepackung kann auch dazu dienen, Drucksensoren 
zurealisieren. Dazu kann die abdeckende Kunststof f lage eine 
zentrale Offnung aufweisen, durch die eine Verbindung zum.Um- 
10 gebungsdruck und zum Druckaustausch mit dem halbleitenden 

Sensorchip liber den gebildeten Hohlraum moglich ist. Ferner 
kann die erf indungsgemafce Hohlgeh&usepackung auch als Licht- 
Ii£EHic£rg^TiIu^ — 
kende Kunststof f lage aus transparent em Kunststof f, wie Acryl- 
15 glas r hergestellt ist, so dass eine Belichtung des Halblei- 
terchips mdglich wird. Daruber hinaus kann die Hohlgeh&use- 
packung auch als Gassensorgeh&use dienen, wobei die abdecken- 
de Kunststofflage eine zentrale Offnung zum Gasaustausch' auf- 
weist. Zur Realisierung von MikrokopfhOrem und/oder von Mi- 
20 krophonen kann die Hohlgehausepackung als Schallsensor ausge- 
bildet sein, wobei die Abdeckung eine . zentrale Offnung zur 
Schallaufnahme oder Schallabgabe aufweist- . . 

Um das «Durchdr.ingen der spitzkegeligen Aufcenkontakte des 
25 Halbleiterchips durch eine Kunststof f lage zu erleichtern, ist 
I mindestens eine Kunststof f lage aus einem vorvernetzten Kunst- 
stoff vorgesehen, der erst nachtraglich durch thermische Be- 
handlung in eine vemetzte und damit geh^rtete Kunststof f lage 
tibergeht., Eine derartige vorvernetzte Kunststof £ lage kann 
30 Glasfasem oder Kohlefaserverstarkungen aufweisen, urn die 
Formstabilitat der Kunststof f lage zu gewahrleisten, obwohl 
die eigentliche Vernetzung und Aushalrtung noch nicht erf olgt 
ist. 
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Die Erfindung bezieht sich nicht nur auf Einzelbauteile son- 
dern auch.auf Nutzen, die mehrere Bauteilpositionen aufwei- 
sen, wobei der Nutzen mehrere Kunststof f lagen und mindestens 
5 eine vergrabene Leiterbahnlage aufweist und .wobei jede Bau-. 
teilposition mindestens einen Halbleiterchip mit auf einer 
AuAenseite verteilten spitzkegeligen Au&enkontakten aufweist. 
Die' spitzkegeligen Auiienkontakte in dem Nutzen durchdringen 
eine der Kunststof flagen und bilden Durchkontakte zu der ver- 
10 grabenen Leiterbahnlage. Ein derartiger Nutzen hat den Vor- 
tell, dass gleichzeitig und parallel sSmtliche Verfahrens- 
schritte fur mehrere elektronische Bauteile in den mehreren 

Bauteilposit ionen durchgef uhrt-v»erden-konn«n-und-di-ent-auch 

als Handelsware, - da mit dem fertigen Nutzen eine Vielzahl von 
15 Bauteilen an den Zwischenkunden geliefert werden konnen, die 
erst nach erf olgreichem Funktionstest und nach erfolgreichem 
Transport zu Einzelbauteilen getrennt werden. 

In dem Nutzen kann jede Bauteilpositiori ein Multichipmodul 
20 mit mehreren vergrabenen 'Leiterbahnlagen und mit mehreren 
Halbleiterchips, die spitzkegelige AuAenkontakte aufweis'en, 
besitzen. Die . spitzkegeligen Aufienkontakte der Halbleiter- 
chips konnen in' dem Nutzen unterschiedlich'e Kunststof flagen 
durchdringen und als Durchkontakte zu unterschiedlichen ver- 
25 grabenen Leiterbahnlagen dienen. Dartiber hinaus kann der Nut- 
zen auch vergrabene Halbleiterchips aufweisen, die gedunnte 
Halbleiterchips mit einer Dicke zwischen 30 und 100 Mikrome- 
tern sein' konnen. Somit lasst sich der Nutzen aufierst flach 
darstellen und kann als diinne Platte ausgeliefert werden. 



30 



Auf der Oberseite des Nutzens kSnnen - in jeder Bauteilposit ion 
zusStziiche Halbleiterchips angeordnet sein, die mit ihren 
spitzkegeligen Auflenkontakten die oberste Kunststof flage des 
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Nutzens durchdringen und Durchkontakt zu einer vergrabenen 
Leiterbahnlage bilden Oder mit Durchkontakten verbunden sind, 
welche durch die ubrigen Kunststoff lagen bis hin zu Aufienkon- 
taktflachen auf der Unterseite des Nutzens dringen, Auch kann 
5 der Nutzen bereits alle passiven Bauelemente eines Multichip- 
moduls in jeder der Bauteilpositionen tragen, so dass der 
Nutzen nicht vom Abnehmer erst bestttckt werden muss, Derarti- 
ge passive Bauelemente kdnnen mit.einer der vergrabenen Lei-' 
terbahnen uber entsprechend vorgesehene Durchkontakte in den 
10 Kunststoff lagen verbunden sein oder auch mit Durchkontakten, 
die durch samtiiche Kunststoff lagen durchgehen und mit den 
AufienkohtaktflSchen.auf der Unterseite des Nutzens verbunden 
sind" 

15 Ein derartiger Nutzen kann auch in jeder der Bauteilpositio- 
nen sine Hohlgehausepackung aufweisen, die einerseits sine 
. Kunststofflage aufweast, die in jeder Bauteilposition eine 
Vertiefung fttr eine Hohlgehausepackung - auf weist und die der- 
art strukturiert ist, dass sie in 'jeder Bauteilposition den 

20 Rahmen der Hohlgehausepackung bildet . Dabei weist die Hohlge- 
hausepackung in jeder Bauteilposition mindestens eine vergra- 
bene Leiterbahnlage und raindestens einen Halbleiterchip auf , 
der mit seinen spitz kegeligen Aufienkontakten die rahmenbil- 
dende Kunststofflage durchdringt und mit der vergrabenen Lei- 

25 terbahnlage Durchkontakt bildet- Eine weitere Kunststofflage 
kann als Abdeckung mit Durchkontakten versehen sein, urn die 
Hohlgehausepackung abzuschlietten. 



30 



Die Kunststoff lagen,. die fur ein Durchdringen von spitzkege- 
ligen Aufcenkontakten eines Halbl'eiterchips vorgesehen. sind, ' 
kfcnnen vorvernetzbare Kunststoff lagen aufweisen , was den Vor- 
teil hat,, dass die vorvernetzbaren Kunststoff lagen erst nach 
Durchdringen der- spitzkegeligen Aufienkontakte des Halbleiter- 
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chip in einem thermischen Prozess zu geharteten Kunststoff la- 
gen oder Duroplasten vernetzt werden, Dabei kannen insbeson- 
dere die vorvernetzbaren Kunststof f lagen, sogenannte "pre- 
packs" Glasfasern oder Kohlf aserverstarkungen aufweisen, urn 
5 auch im. vorvernetzten Zustand eine begrenzte Formstabilitat 
zu gewahrleisten. 

Bin Verfahren zur Herstellung mindestens eines elektronischen 
Bauteils m±t einer Gehausepackung aus mehreren Kunststof f la- 
10 gen mit mindestens einer yergrabenen Leiterbahnlage und min- 
destens einem Halbleiterchip, der auf einer Auftenseite ver- 
teilt spitzkegelige Aufcenkontakte aufweist, weist folgende 
Verfahrens.schritte auf: : 

15 ZunMchst wird ein .Schaltungstrager mit Auflehkontaktf lachen 
auf der Unterseite des SchaltungstrSgers und mit einer Lei- 
: terbahnlage auf der Oberseite des Schaltungstragers herge- 
stellt, wobei die Au&enkontaktfl&chen und die Leiterbahnlage 
ttber Durchkontakte durch den SchaltungstrSger elektrisch ver- 
20 bunden werden, tinabhangig von dem Herstellen eines Schal- 
tungstragers karinen Halbleiterchips mit spitzkegeligen Aufien- 
kontakten auf Halbleiterwaf ern hergestellt werden, urn sie 
nach dem Auftrehnen des Halbleiterwaf ers zu einzelnen Halb- 
leiterchips mit spitzkegeligen Aufcenkontakten fur die Her- 
k 25 stellung eines elektronischen Bauteils mit einer Gehausepak- 
kung . zu verwenden. 

Auf den Schaltungstr^ger beziehungsweise auf die Leiterbahn- 
lage auf der Oberseite des Schaltungstragers wird eine vor~ 
30 vernetzte Kunststof flage .auf gebracht . * Diese vorvernetzte 

Kunststoff lage kann in einen zahviskosen Zustand tiberftthrt 
werden, so dass in vorteilhafter Weise bei minimaler Druckbe- 
lastung die Halbleiterchips auf die vorvernetzte Kunststoff-. 



itum' 26.06.02 16:24 FAXG3 Nr: 538059 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 12 von 43) 



26-JUN-2002 15:32 SCHUEIGER & PARTNER +49 89 321993B8 S.lJ/^s 

FIN 399 P/20020JBL1 10 



lage auf gebracht warden konnen. Dabei durchdringen die spitz- 
kegeligen AulJenkontakte mindestens - eines Halbleiterchips die 
vorvernetzte Kunststof flags bis sie Durehkontakte zu der Lei- 
terbahnlage auf der Oberseite des Schaltungstragers biiden 
5 und sich der Halbleiterchip selbst in die vorvernetzte Kunst- 
stof flage einpragt. 

In einem weiteren Schritt wird die vorvernetzte Kunststof fla- 
ge zu einer Kunststof flage ausgehartet und vernetzt. Nach 
10 diesem Arbe its schritt kann der Fuiiktionstest des elektroni- 
schen Bauteils fiber die AuBenkontaktf lachen des. Schaltungs- 
tragers durchgef iihrt warden. Dieses Verfahren hat den Vor-. 
teil, dass sich aTSB e^BTT-TcoTstrengu^ 




herstellen lassen, zumal jeder Drahtbondvorgang entf&llt. Ge- 
15 geniiber einer Flip-Chip-Technologie, die auch ohne Drahtbon- 
den auskommt, hat dieses Verfahren den Vorteil, dafi die Au- 
Benkontakte eines Halbleiterchips nicht nachtraglich und ko- 
stenintensiv in eine sogenannte "Underf ill-Schicht" eingebet- 
tet werden nuissen, da die spitzkegeligen Aufienkontakte des 
20 Halbleiterchips eine vorvernetzte Kunststof flage durchdringen 
und'mit einer. vergrabenen Leiterbahnlage Kontakt aufnehmen, 
wobei der Halbleiterchip gleichzeitig in diese Kunststoff lage 
eihgepragt wird. 

25 Vor dent Ausharten uhd Vernetzen der vorvernetzten Kunststof f- 
lage kann eine weitere vorvernetzte Kunststof flage auf dem 
Halbleiterchip aufgebracht werden.. Diese Kunststof flage deckt 
den Halbleiterchip ab und geschtltzt ihn vor mechanischer Be- 
schadigung. Daraus ergibt sich eine Gehausepackiing ,aus mehre- 
30 ren Kunststof flagen mit einem vergrabenen Halbleiterchip. 

Auf dem schaltungstrager- konnen mehrere Folgen von Leiter- 
bahnlagen und Kunststof flagen mit Durchkontakten und einge-' 
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betteten Halbleiterchips aufgebracht werden, wobei die spitz- 
kegeligen AuBenkontakte der Halbleiterchips jeweils eine der 
Kunststoff lagen durchdringen und damit Durchkontakte zu einer 
. der .vergrabenen teiterbahnlagen bilden, so dass ein Multi- 
5 chipihodul entsteht, das selbst auf'seiner obersten Kunst- 

stofflage noch obere Leiterbahnlagen aufweisen kann, die mit 
Halbleiterchips und/oder passiven Bauelementen besttickt wird. 

Diese yorbeschriebenen VerfaKr ens schritte " k6nnen auch zur 
10 ..Herstellung eines Nutzens mit mehreren Bauteilpositionen zur 
Hersteilung von mehreren eiektroni'schen Bauteilen durchge- 
ftihrt werden, wobei der Nutzen bereits als- Handelsprodukt 
" ver fcaut t weraerr^attrrr~Vc^ 




schlieftend zu einzelnen elektronischen Bauteilen aufgetrennt. 
15 Die Herstellung und der Versand eines Nutzens haben den Vor- 
teil, dass f unktionsttichtig getestete Bauteile des Nutzens 
gekennzeichnet sind, so dass nur geprttfte Bauteile deirt Nutzen 
yom Abnehmer entnommen werden.- 

20 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass' die Kontaktf lachen 
von Halbleiterchips mit spitzkegeligen Auflenkontakten verse- 
hen werden, Diese spitzkegeligen Auftenkontakte werden' zur 
Kohtaktierung durch eine Kunststoff lage hindurch gepresst. 
Auf der dem Halbleiterchip gegenttberliegenden Seite der 

25 Kunststoff lage .treffen die spitzkegeligen AuBenkontakte auf 
eine Metallisierung eines SchaltungstrSgers, mit dem ein 
. elektrischer Kontakt gebildet wird, Mit dieser Technik kSnnen 
auch elektronische Bauteile realisiert werden, die neben ver- 
grabenen Leiterbahnlagen auch vergrabene Halbleiterchips auf- 

30 weisen, indem mindestens eine weitere Kunststoff lage Tiber dem 
Halbleiterchips angeordnet wird. 
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Der erfindungsgemafie Gegenstand und das erfindungsgemafte Ver- 
fahren haben folgende Vorteile: 

1. Ein kostengunstiges Einlaminieren von Chips zwischen Ge- ,. 
hausepackurxgen in Form von Kunststofflagen wird ohnc 

5 aufweridige Durchkontakttechnik erreicht. 

2. Es kannen Gehausepackungen analog zu Flip-Chip- Packungen 
realisiert warden, ohne. die Notwendigkeit von sogenann- 
ten "UnderfillrSchichten" ♦ 

3. Es kannen sehr flache BauhShen realisiert werden, zumal 
10 die Kontaktierung praktisch nicht zur Bauhohe beitragt. 

. Durch ultradOnne Halbleiterchips, die ihrerseits eine 
• • verbesserte Flexibilitat aufweisen, ist eine Einlagerung 

L6&er Ha'IblL'Birtrax chips — z w-drs eh en— Subst^mtl-age n-mog li-ch, 

was die Bauhdhe dadurch minimiert, dass die Auflenkontak- 
15 te nicht die Bauteilhohe beeintrachtigen, weil die 

spitzkegeligen Auflenkontakte in der Kunststof f lage des 
Substrata verschwinden konnen. 

4. Es ist die Realisierung einer flachen Hohlgehausepackung 
moglich/ ihdem die Kombination der erf indungsgemafien 

20 Verdrahtung des Halbleiterchips durch seine spitzkegeli- 

gen Kontakte mit Vertiefungen in einer Kunststof f lage 
kombiniert werden kannen. Derartige Gehause mit eihem 
flachen Hohlraum, der die aktive Halbleiteroberf lache 
umgibt, kann insbesondere in der Serisorik bei Druck- und 
25 Gassens.oren eingesetzt werden, in der Akustik bei der 

Herstellung von Mikrophonen, Kopfherern und Hergeraten, 
in der Optik far Chipkameras und Leuchtdioden sowie in 
der Filtertechnik far- Hochfrequenz filter im Mobilfunk. 
■ 5.. Es kennen komplexe Multichipmodule mit der erf indungsge- 
30 mafien Technik realisiert werden, die auf beiden Seiten, 

namlich auf der obereeite und/oder der Onterseite Kon- 
takte aufweisen kannen und die mit zusatzlichen Halblei- 
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. terchips und/oder passiven Bauelementen auf ihrer Ober- 
oder/und Unterseite besttlckt sein koniien. 

6. - Es lassen sich mit der erf indungsgemaflen Technik auch 

f lachleiterfreie Gehausepackungen mit entsprechenden Um- 
5 verdrahtungsebenen darstellen. 

7. Die durch das Einpressen der spitzkegeligen Kontakte in 
eine Kunststof f lage . entstehenden Kontakte sind derart 
zuverlSssig, dass sie in ' Anwendungen der "High Perfor- 
mance ver grabs" , wie zum Beispiel in der Hochf requenz- 

10 technik eingesetzt werden kdnnen. 



Im Fall, dass eine Montage eines Nutzens . vorgesehen ist r kann 
dieser Mutzen im st^darrd-PeB-FormatH i^i—K^4^^usgB£ah^t 




sein, Fttr eine Oberf lachenmontage kann der PCB-Nutzen in meh- 
15 rere Montagenutzen vereinzelt werden und einer derartigen 

Oberf lachenmontage kann durch anschlieftendes Singulieren mit- 
tels Sagen oder Brechen das finale elektronische Bauteil mit 
einer Gehausepackung erzeugt werden. 

20 Zum Ausbilden zuverlassiger elektrischer Kontakte zwischen 

den spitzkegeligen Aufienkontakten und der vergrabenen Eeiter- 
bahnschicht, kann beim Ausharten der vorvernetzten Kunst- 
stofflagen eine zusatzliche WSrmebehandlung eventuell gleich- 
zeitig unter Druck auf die GesamtgehSuseverpackung durchge- 

25 ftihrt werden - 

Die Erfindung wird nun anhand von Ausf fthrungsbeispielen mit 
Bezug auf die jbeigeftigten Figuren naher erlautert. 



30 ' Figur 1 



zeigt einen schematischen' Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer ersten Ausfiihrungsf orm 
der Erfindung, 
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Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer zweiten Ausftihrungsf orm 
der Erfindung, . 



5 Figur 3 



zeigt einen schematischen Querschnitt "eines elek- 
tronischen Bauteils einer dritten Ausftihrungsf oim 
der Erfindung , 



Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
10 tronischen Bauteils einer vierten Ausftih rungs form 

der Erfindung , 




15 



T iguir' 5 z~e^tr^±n^i^-^ch eiua-t-i-s ehen— Querschnitt . e i ne s_eXe.k=_ 

tronischen Bauteils einer ftinften Ausftihrungsf orm 
der Erfindung, 



20 



Figuren 
6 bis 12 



, Figur ' 6 




25 



zeigen schematische Querschnitte durch Komponenten 
eines Nutzens nach Verf ahrensschritten zur Herstel- 
lung eines elektronischen Bauteils gem&B der ersten 
Ausf tihrungsform der Erfindung, 

zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Schaltungstrager eines Nutzens mit einer Leiter- 
bahnlage auf. seiner Oberseite, mit AuJienkontaktf la- 
chen auf seiner Unterseite und mit Durchkontakten 
zu den' AuBenkontaktf lSchen in einer Bauteilposition* 
des Nutzens. 



30 Figur 7 



"zeigt einen schematischen Querschnitt durcH einen 
Schaltungstrager eines Nutzens nach Aufbringen ei- 
ner vorvernetzten Kunststof f lage auf die Oberseite 
des Schaltungstragers, 
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Figur 8 zeigt einen-. schematischen Querschnitt durch einen 
Halbleiterchip mit spitzkegeligen Aufcenkontakten 
nach einem Ausrichten in einer Bauteilposition des 
Nut sens, 



Figur 9 ' zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 

Bauteilposition eines Nutzens nach Durchdringen der 
vorvernetzten Kunststof f lage mit den spitzkegeligen 
10 AuAenkontakten des Halbleiterchips und nach Kontak- 

tieren der spitzkegeligen Aufienkontakte mit einer 
vergrabenen Leiterbahnlage, 



15 



20 




25 



Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 
weitere vorvernetzte oberste Kunststof f lage eines 
Nutzens nach einem Positionieren iiber einer Bau- 
. teilposition mit Halbleiterchip/ 

Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen nach Aufbringen der weiteren vorvernetzten 
obersten Kunststof f lage und Ausharten der Kunst- 
stofflagen des Nutzens unter elektrischem Verbinden 
der spit zkegeligen Aufienkpntakte des .Halbleiter- 
chips mit der vergrabenen Leiterbahnlage, 

Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil nach dem Trennen des Nutzens- 
in einzelne elektronische Bauteile. 



30 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines slektro- 
nischen Bauteils 1 einer ersten Ausftthrungsform der Erfin- 
dung. Das Bezugszeichen 2 kennzeichnet eine Gehausepackung, 
die sich aus drei Kunststof flagen 3 zusarnmensetzt . Zwischen 
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den Kunststofflagen 3 ist mindestans eine vergrabene Leiter- 
bahnlage 4 angeordnet . Diese Leiterbahnlage 4 liegt auf der 
Oberseite 27 eines Schalturigstriigers 26, der die GehSusepak- 
kung tragt. 

5 

Der SchaltungstrSger 26 dieser Aus ftihrungs form der Erfindung 
weist eine Kunststof f lage 3 auf, auf deren Oberseite 27 die 
vergrabene Leiterbahnlage angeordnet ist und die ttber Durch-V 
kontakte 8 mit auf der Unterseite 28 des SchaltungstrSgers 2 6 
10 angeordneten Au&enkontaktf lSchen 14 elektrisch verbunden ist, 
Auf den Aufcenkontaktf lache'n 17 sind in dieser ersten Ausfuh- 
rungs form der Erfindung Aufienkontaktbsile 29 des elektroni- 
'^^■e'rr-BBrut-eirls-H L— - a-ngeo^dnet-*— _ 



15 Das Besugszeichen 22 kennzeichnet einen vorvernetzbaren- 

Kunststoff einer Kunststof f lage 3 auf dem SchaltungstrSLger 
26 f der von spitzkegeligen AuSenkoritakten 7 eines Halbleiter- 
chips . 5 .durchdrungen ist, die mit ihren Kegelspitzen elektri- 
sdhe Verbindungen zu der vergrabenen Leiterbahnlage 4 her- 

20 stellen- Der Halbleiterchip 5 .ist mit:* seiner Auflenseite 6, 

welche die spitzkegeligen Aufcenkontakte 7 .aufweist, in die 

i 

Kunststof f lage 3 aus vorvernetztem Kunststoff 22 eingepragt*. 
Die GehMusepackung 2 wird von einer obersten Kunststof f lage ' 
15 abges Chios sen, die eb.enfalls aus einem vorvernetzten 
25 Kunststoff 22 besteht und eine Rttckseite 30 des Halbleiter- ' 
chips 5 abdeckt, so d'ass der Halbleiterchip 5 ein ■ vergrabener 
Halbleiterchip 10 ist. • 

Die Gehausepackung 2 aus den drei Kunststof flagen 3 mit der 
30 einen vergrabenen Leiterbahnstruktur 4 kann nicht, nur aufcerst 
preiswert hergestellt sondern auch sehr kompakt und somit mit 
SuJfcerst geringer BauhShe realisiert werden, ihsbesondere 
dann, wenn der Halbleiterchip 5 ein gedtinnter Halbleiterchip 
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11 1st, der eine Dicks zwischen 30 bis 100 Mikroroeter auf- 
weist und in Extremfallen eine Dicke unter 30 Mikrometern 
einnehiaen kann. Somit kann die gesamte Bauteilhehe, die sich 
aus den Schichtdicken der drei Kunststoff lagen im we sent li- 
5 chen ergibt, zwischen der Unterseite 12 und der oberseite 13 
. zwischen 100 und 500 Mikrometern liegen. 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteiis 1 einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
10 dung. Komponenten mit glei'chen Funktionen wie in Figur 1 wer- 
den mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra 
erSrtert . 

, i 

; . ; 

Die 2weite Ausfuhrungsform der Erf indung stellt ein Multi- • 
15 ch'ipmodul im schematischen Querschnitt dar, das in dieser 
Ausfuhrungsform und in diesem Querschnitt drei Halbleiter- 
chips 31, 32 und 33 aufweist, die in unterschiedlichen Lagen 
in oder auf der Gehausepackung 2 des Multi chipmodul s 9 ange- 
ordnet sind. Zwischen drei Kunststof f lagen 3 sind in dieser 
20 Ausfuhrungsform. der Erf indung zwei vergrabene Leiterbahnlagen 
. 34 und 35 angeordnet. Der . Schaltungstrager 26 ist in dieser 
Ausfuhrungsform der Erf indung ebenf ails aus einem vorvernetz- . 
baren Kunststof f 22 hergestellt, so dass der Halbleiterchip 
31 mit seiner passiven RUckseite 30 in den .vorvernetzten 
25 Kunststoff 22 eingepragt werden 'kann, bevor eine vollstandige 
Vernetzung der Kunststof f lagen 3 durchgefQhrt wird. 

' t , 

i 

Die aktive Oberseite des Halbleiterchips 31 weist spitzkege- ■ 
lige Aufienkontakte 7 auf, die als Durchkontakte 8 die mittle- 
30 re Kunststofflage 3 des Multichipmoduls durchdringen und mit 
' der Leiterbahnlage 35 zwischen den obersten beiden Kunst- 
stof fiagen verbunden sind. Der Halbleiterchip 32 ist als ver- 
grabener Halbleiterchip 10 analog zur ersten Ausfuhrungsform 



itum 26.06.02 16:24 FAXG3 Nr: 538059 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 20 von 43) 



2G-JUN-2002 15=35 ' 

FIN 399 P/2002 



SCHUEIGER & PARTNER 
1 18 



+49 89 32199388 





der Erfindung angeordnet und kontaktiert die untere Leiter- 
bahnlage 35 der vergrabenen Leiterbahnlagen 4, wobei seine . 
spitzkegeligen Auftenkoritakte ebenfalls die mittlere Kunst- 
stofflage der Gehausepackung 2 durchdr ingen . Der dritte Halb- 
5 lelterchip 33 ist bei diesem Multichipmodul 9 auf dessen 

Oberseite 13 angeordnet und durchdringt mit. seinen spitzkege- 
ligen Aufienkontakten 7 die oberste Kunststof f lage 15 des Mul- 
tichipmodul a - 

10 Das Multichipmodul kanri sowohl mit. weiteren Halbleiterchipa 5 
al» auch mit passiyen Bauelementen 16 auf seiner Oberseite 13 
bestuckt sein> wahrend seine Unterseite 12 AuJienkontaktfla- 
-c hen- 14 aufWei -3t7^±e-^^-ni^^ — 
ausgestattet' sein konnen. Die passiven Bauelemente 16 konnen 
15 sowohl mit ihren Elektroden tiber . Durchkontakte mit den ein- 
zelnen vergrabenen Leiterbahnlagen 34 Oder 35 als auch direkt 
.mit den AuJienkontaktf lachen 8 verbunden sein. Ein derartiges 
erfindungsgemafies elektronisches Bauteil 1 zeichnet sich da- . 
durch aus, dass keinerlel Bondverbihdungen vorzusehen sind 
20 und auch die vorzubereitenden Durchkontakte in den einzelnen 
Kunststof flagen 3 minimiert werden konnen, zumal die- spitzke- 
■ geligen AuJJenkontakte 7 der Halbleiterchips unmittelbar 

Durchkontakte 8 durch die einzelnen Kunststofflagen 3 bilden- 

25 Die Figuren 3 bis 5 zeigen Sonderformeh der elektronischen 
Bauteile, wie sie insbesondere in der Sensorik, der Akustik, 
der Optik Oder in der Filtertechnik, ■ beispielsweise fur Hoch- 
frequenzf liter und fur die Mobilfunktechnik vorgesehen werden 
konnen. Dabei ist alien drei Ausfiihrungsformen gemeinsam, 
30 dass sie eine Hohlgehausepackung realisieren. Komponenten der 
-Figuren 3 bis 5, welche gleiche Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren aufweisen, werden mit gleichen Bezugszeichen 
gekennzeichnet und nlcht extra erortert. 
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Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eihes elektro- 
nischen Bauteily 1 einer dirlttcn Ausftth^oings form der Erfinr- 
dung, womit eine erste Hohlgeh&usepackung 17 realisiert wird, 
5 die einen aufcerst flachen Hohlraum 36 aufweist. Die GehSuse- 
packung 2 dieser Hohlraumgeti&usepackung 11 weist im wesentli- 
chen zwei Kunststof f lagen auf. Einer seits eine strukturierte 
Kunststofflage 37, die den Rahmen 19 far die Hohlraumgehause- 
packung bildet, wobei der Rahmen 19 von spitzkegeligen Auflen- 
10 kontakten 7 des Halbleiterchips 5 durchdrungen wird. Der 

Haibieiterchip 5 bildet gleichzeitig roit einer seiner ober- 
f lichen "die Oberseite 13 des elektronischen Bauteils 1* 




15 



25 




30 



pie Vertiefung 25 in der strukturierten Kunststofflage 37 " 
wird durch eine geschlossene Kunststofflage .in Form einer Ab- 
deckung 18 abgedeckt, die Shnliche Funktionen aufweist wie 
der Schaltungstmger 26 in den vorhergehenden Ausf Qhrungsbei- 
spielen, denn die Abdeckung 18 tragt gleichzeitig eine ver- 
grabena Leiterbahnlage 4, welche Uber Durchkontakte 8 mit Au~ 
20 fcenkontaktflachen 14 auf der Abdeckung 18 in Verbindung - 

steht. Eine derartige Hohlraumgehausepackung 17, wie sie in 
Figur 3 gezeigt wird, kann far Kontaktsensoren eingesetzt 
werden, wie sie in Notebooks/' Rechnern oder Bankomaten vorge- 
sehen sind, zumal eine Oberseite des Halbleiterchips 5 
gleichzeitig die Oberseite 13 des Sensor's bildet, weihrend die 
Abschirmuhg 18 des Hohlraumes 36 die Untefseite 12 dieser 
Hohlraumgeh&usepackung aufweist - 



Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 einer vierten Ausftlhrungsf orm der Erfin- 
dung. Diese vierte Ausfiihrungsf orm der Erfindung unterschei- 
det sich von der dritten Ausftthrungsform der Erfindung nach 
Figur 3 dadurch, dass der Haibieiterchip 5 als yergrabener 
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Halbleiterchip 10 ausgebildet iat, indem eine obere Kunst- 
stofflage 15 den Halbleiterchip 5 abdeckt und gleichzeitig 
vor BerQhrung schtitzt. Ein dera-rtiges elektronisches Bauteil 
mit flachem Hohlraum 36 kann insbesondere fur pr&zise Hoch- 
5 frequenzfilter eingese'tzt werden, wobei die Filterstxuktur 
auf der aktiven Oberseite 6 des Halbleiterchips 5 angeordnet 
1st und fiber die spitzkegeligen Aufienkontakte. 7 des Halblei- 
terchips 5 mit Durchkontakten 8 durch die Abdeckung 18 der 
Hohlraumgehausepackung 17 rait AuBenkontaktf lachen 14 auf der 

10 Unter.seite 12 der Gehausepackung 2 verbunden ist. In dieser 

vierten Aus fuhrungs form der Erfindung besteht die- Gehausepak- 
* kung aus drei Kunststof f lagen 3 mit einer vergrabenen Leiter- 

bahnlage 4, waTrr^^^te-^ehftus epa^-ung-^^n^er-drit±An Aus- 

fuhrungsform der Erfindung lediglich zwei ■ Kunststof f lagen 3 

15. mit dazwischenliegender vergrabener Leiterbahnlage 4 au;£ ~ 
weist. ' 

Figur 5 zeigt einen schematischen Que'rschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 einer fttnften Ausftihrungsf orm der Erfin- 

20 dung. Diese funfte Ausftihrungsf orm der Erfindung unterschei- 
det sich von der vierten AusfUhrungsf orm dadurch, dass die 
Abdeckung 18 eine zentrale 6ffnung 21 zum Hohlraum 3 6 auf- 
weist. Diese zentrale Offnung d'ient der Gaskopplung bei- 
apielswqise eines Gassensors oder kann auch der Schallkopp- 

25 lung eines Sehallsensors, wie eines Mikrophons oder eines Mi- 
kroharers dienen. 

Figuren 6 bis 12 zeigen schematische Querschnitte durch Kom- 
ponenten eines Nutzens 24 nach einzelnen Verf ahrensschritten 
30 ' zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 1 gemSJi der er- 
sten Ausfiihrungsform der Erfindung. Komponenten der Figuren 6 
bis 12, die gleiche Funktionen wie in den vorhergehenden Fi- 
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guren erfUllen, werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet. 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Schaltungstrager 26 eines Nutzens 24 mit einer Leiterbahnlage 
4 auf seiner Oberseite 27, mit Aufcenkontaktf lachen 14 auf 
seiner Unterseite 28 und mit Durchkontakten 8 zu den AuAen- 
kontakten 14 in einer Bauteilposition 23. Ein derartiger 
Schaltungstrager 26 kann zur Verstarkung der Formstabilitat 
mit Glasfasem Oder Kohlenstof f-Fasern verstarkt sein. Die 
punktierten Linien 38 kennzeichnen die Grenzen einer Bauteil- 
position 23 des Nutzens 24. Der Schaltungstr&ger kann bereits 

aus ygnegzTOT t^ ^ 

eine . struktur'ierte Kupferschicht als Leiterbahnlage 4 aufwei- 

15 sen- Dies© Leiterbahnlage 4 ist ttber Durchkontakte 8 aus Kup- 
fer oder einer Kupf erlegierung mit Aufcenkontaktf lichen 14 
verbunden, die auf der Unterseite 28 des Schaltungstragers 26 
vorgesehen sind. 

20 Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Schaltungstrager 2 6 eines Nutzens 24 nach Aufbringen einer 
vorvernetzten Kunststof f lage 22 auf die Oberseite 27 des 
SchaltungstrSgers 26. Eine derartige vorvernetzte Kunststoff- 
lage 22 ist im Verhaltnis zum bereits vernetzten und ausge- 

25 harteten Kunststoff des Schaltungstragers 26 relativ weich 
1 und kann folglich ohne Aufwand allzu grofcer Krafte verformt . 
werden • Diese Verf ormbarkeit eines vorvernetzten Kunststoff s 
wird in dem n&chsten. Schritt,' der mit den Fi guren 8 und 9 ge J 
zeigt wird f verwendet r urn die Herstellungskosten voh elektro- 

30, nischen Bauteilen zu vermindern. 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Halbleiterchip 5 oder einen gediinnten Halbleiterchip 11 mit 
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spitzkegeligen AuBenkontakten 7 nach einem Ausrichten des 
Halbleiterchips 5,11 Ober ainer Bautellposition 23 des Nut- 
zens 24. Dieser Halbleiterchip 5, 11 ist mit seinen spitzke- 
geligen Auftenkontakten 7 ttber der Kunststoff lage 3 aus vor- 
vemetztem Kunststoff 22 angeordnet und wird nach der Fosi- 
tioriierung, die in Figur 8 gezeigt wird, in Figur 9 die 
Kunststofflage 3 mit seinen spitzkegeligen Aufienkontakten 
durchdringen, ( 



10 



Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine Bau- 
tellposition 23 sines ttutzens 24 nach Durchdringen der vor- 
vernetzten Kunststoff lage 22 mit den spitzkegeligen Aufcenkon- 
^ : E^t^n^eB~Haim-e±texchdps---^ dy—. ^l~und-nach-Kontaktieren_der: 




spitzkegeligen Auftenkontakte 7 des Halbleiterchips 5,11 mit 
15 einer vergrabenen Leiterbahnlage 4. Durch das Aufbringen der 
' vorvernetzbaren Kunststoff lage 22 in Figur 7 wird die ur- 
sprttnglich auf der Oberseite 27 des Schaltungstr&gers 2 6 an- 
geordnete Leiterbahnlage zu einer vergrabenen Leiterbahnlage 
4..' In Figur 9 wird diese vergrabene Leiterbahnlage 4 nach 
20 Durchdringen- der Kunststoff lage 3 mit Hilfe der spitzkegeli- 
gen Aufcenkontakte 7 des Halbleiterchips 5 mit dem Halbleiter- 
chip 5 kontaktiert. Dabei pragt sich die Aufienseite 6 des 
Halbleiterchips 5, welche die spitzkegeligen Auftenkontakte 7 
trflgt/ in die vorvernetzte Kunststof f lage 22 ein. 




25 



Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch' eine 
weitere vorvernetzte oberste Kunststoff lage 15 e'ines Nutzens 
24 nach einem Positionieren tibe-r einer Bautellposition 23 mit 
Halbleiterchip 5. Mit dieser obersten Kunststoff lage 15, die 
30 in Figur 10 positioniert wird, kann, wie es die Figur 11 

zeigt, der Halbleiterchip 5 vollst&ndig abgedeckt werden. • 
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Figur 11 zeigt einen schemati'schen Querschnitt durch einen 
Nutzen 24 nach Aufbringen der weiteren vorvernetzten obersten 
■ Kunststof flage 15 unci Ausharten der Kunststofflagen 15 und 22 
•des Nutzens 24 unter elektrischem Verbinden der spitz kegeli- 
5 gen Aufienkontakte 7 des Halbleiterchips 5 mit der vergrabenen 
Leiterbahnlage 4. Figur 11 zeigt somit das Ergebnis von zwei 
Verfahrensschritten, namlich einmal dem Aufbringen der posi- 
tionierten obersten Kunststof flage„ 15 in Pfeilrichtung A, wie 
sie in Figur 10 gezeigt wird, auf den Nutzen 24 und zusatz- 

10 lich den weiteren Schritt des AushcLrtens und Vernetzens der 
Kunststofflagen 15 und 22 unter gleichzeitigem elektrischem 
Verbinden der Spitzen der spitzkegeligen Auftenkontakte 7 zu 
der^rerggafeene*^ die spitzkegeligen 

AuSenkontakte 7 praktisch zu Durchkontakten S durch die mitt- 

15 lere der drei Kunststofflagen 3 werden. 

Mit dem in Figur 11 f ertiggestellten Nutzen werden gleichzei- 
• tig mehrere elektronische Bauteile in den Bauteilpositionen 
23 des Nutzens hergestellt „ Dazu kann der Nutzen in einem 

20 standard-PCB-Formaf. von 18" x 24" auageftihrt s *-in. Ftir eine 
Oberfiachenmontage von , zusatzlichen Bauteilen auf dem Nutzen 
kann der Nutzen in mehrere Montagenutzen vereinzelt werden 
und nach einer Oberf ISchenmontage von zusatzlichen Bauteilen 
kann ein Singulieren durch sagen, FrSsen oder durch Brechen 

25 des Nutzens zu elnzelnen Multichipmodulen erfolgen. 

In der hier gezeigten Ausf ahrungsf orm wird jedoch ein einzel- 
nes elektronisches Bauteil 1 mit lediglich einem einzelnen 
elektronischen Halbleiterchip 5, 11 ohne Besttickung der Ober- 
30 seite 13 mit weiteren Bauteilen gezeigt , wie es der ersten 
Ausfiihrungaform der Erfindung entspricht. 
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Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein. 
elektronisches Bauteil 1 nach dem Trennen des. Nutzens 24 in 
einzelne elektronische Bauteile 1- Der schematische Quer- 
schnitt, wie er in Figur 12 gezeigt wird, entspricht somit 
5 dem -schematischen Querschnitt, "wie er bereits aus Figur 1 be- 
kanht ist. Die Aufcenkontaktbaile 29, die hier erst nach dem 
Vereinzeln der elektronischen Bauteile 1 gezeigt werden, kdn- ■ 
nen auch wahrend der Herstellung des Nutzens auf die .Auften- 
kpntaktf lachen 14 des Nutzens aufgebracht werden r bevor der 
10 Nutzen durch SSg.en, Fr§sen oder Brechen in einzelne elektro- 
nische Bauteile 1 getrennt wird. 
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Bezugszeichenliste 

1 elektronisches Bauteil 

2 Geh&usepackung 
5 3 Kunststoff lage 

4 • vergrabene Leiterbahnlage 

5 Halbleiterchip 

■ 6 AuAenseite des Halbleiterchi-ps 

7 spitzkegelige Aufienkontakte 

10 8 Durchkontakte 

9 Multichipmodul 

10 vergrabener Halbleiterchip 
gedti-rant e^^alhlai^XcliiE . 




• 12 Unterseite ... * 

15 13 Oberseite 

14 AuBenkontaktfl&chen 

15 oberste Kunststof f lage 
lg passive Ba.ueleirtente \ 
17 Hohlgeh^usepackung 

20 18 Abdeckung 

19 Rahmen 

20 transparent© Kunsts-of f lage 

21 . » zentrale Offnung 

22 vorvemetzter Kunsts.toff 
25 23 Bauteilposition 

24 Nutzen 

25 Vertiefung 

26 Schaltungstrager 

27 Oberseite des Schaltungstriigers 
30 28 unterseite des Schaltungstragers 

2 9 Auaenkontaktballe des elektronischen Bauteil 

30 .Ruckseite des Halbleiterchips 
31, 32 
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33 Halbleiterchips eines Multichipmoduls 

34, 35 vergrabene Leiterbahnlagen eines Multichipmoduls 

36 flacher Hohlraum , 

37- strukturierte Kunststof f lage . 

38 punktierte Linie 
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Patent anspriiche 



10 



I.' Elektronisches Bauteil mit einer Gehausepackung (2) aus 
mehreren Kunststof f lagen (3) , mit mindestens einer ver- 
grabenen Leiterbahnlage (A) und mit mindestens einem- 
Halbleiterchip (5), der aiif einer Auftenseite (6) ver- 
teilte spitzkegelige Aufienkontakte (7) aufweist, wobei 
die spitzkegeligen Aufienkontakte (7) in der Gehausepak- 
kung (2) eine der Kunststof f lagen (3) durchdringen und 
Durchkontakte zu der vergrabehen Leiterbahnlage .(4) bil- 
den. 




20 



lach Ans pruch 1 , 



dadurch gekennzeichnet r dass 

das elektronische Bauteil (1) ein Multichipraodul (9) mit 
mehreren vergrabenen Leiterbahnlagen (4) und mehreren 
Halbieiterchips (5), die spitzkegelige Auflenkontakte (7) 
aufweisen, ist/ ' wobei die spitzkegeligen Aufienkontakte 
(7) der Halbieiterchips (5) in der Gehausepackung (2) 
unterschiedliche Kunststof f lagen (3) durchdringen und 
Durchkontakte (8) zu 'unterschiedlichen vergrabenen Lei- 
terbahnlagen (4) bilden. 




3, Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 Oder Anspruch 2, 
25 dadurch gekennzeichnet, dass 

das elektronische Bauteil (1) vergrabene Halbieiterchips 
(10) aufweist. 



4. Elektronisches Bauteil nach einem i der vorhergehenden An- 
30 . sprtlche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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das elektronische Bauteil (1) gedOnnte Halbleiterchips 
(11) mit einer Dicke zwischen 30 und 100 Mikrometern als 
vergrabene Halbleiterchips' (10) aufweisen. 

i 

5 5. . Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Multichipmodul (9) auf der' Unterseite (12) und/oder 
der oberseite (13) Aufienkontaktf l&chen (14) aufweist. 

- 

10 6. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprtiche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das Multichipmodul (9) auf seiner Oberseite (13) Halb-* 
: l^lTeTchip^ — ( 5 r^ttfwe±Btrnd±«T^ — 



Aufcenkontakten (7) die oberste Kunststof f lage (15) 
15 • durchdringen und Durchkontakte (8) zu einer vergrabenen 

Leiterbahnlage (4) bilden. 

7. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprtiche 2 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
20 das Multichipmodul (9) auf ' seiner Oberseite (13) passive 

Bauelemente (16) aufweist, die tiber Durchkontakte (8) in 
der pbersten Kunststof f lage (IS) mit einer der vergrabe- 
* nen Leiterbahnlagen (4) verbunden sind- 

25 . 8. Elektronisches Bauteil nach einem der • vorhergehenden An- 
sprtlche, ' 

dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Hohlgehausepackung (17) die Kunststof flagen (3), 
die vergrabene Leiterbahnlage (4) und den mindestens ei- 
30 nen Halbleiterchip (5) aufweist, wobei eine der Kunst- 

.stofflagen (3) eine Abdeckung (18) mit Durchkontakten 
('8) bildet und eine weitere Kunststof f lage (3) den Rah- 
men (19) der Hohlgehausepackung (17) aufweist, die von 



urn 26.06.02 16:24 FAXG3 Nr:538059 von NVS:FAXG3.I0.0201/0 (Seite 29 von 43) 



FIN 399 P/2002Q£671 27 



2^T? 



den- spitzkegeligen Auflenkontakten (7) des Halbleiter- 
chips (5) durchdrungen ist, wobei die spitzkegeligen Au- 
ftenkontakte (7) mit Durchkontakten (8) der Abdeckung 
(18) elektrisch verbunden sind. 

5 

' 9. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet r dass 

die Hohlgehausepackung (17) ein LichtsensorgehSuse oder 
•Chipkaineragehause ist und die Abdeckung (IS) eine trans- 
10 parent© Kunststof f lage (20) aufweist, 

. 10- Elektronisches Bauteil nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, 

:d*ard-UTrcrh — g-e-k-e-n-n-z-e-i-c-h-n-e-t-, d«a_s. s 




die, Hohlgeh&usepackung (17) ein Drucksensorgehause ist 
15 und die Abdeckung (18) eine zentrale" Of fnung (21) 2ur 

Druckkopplurig aufweist. ■ 

11.- Elektronisches Bauteil nach eipem der Anspruche 8 bis 

•20 dadurch gekennzeichnet , da-ss 

die Hohlgehausepackung (17) ein Gass.ensorgehMuse ist und 
die Abdeckung (18) eine zentrale Offnung (21) zum Gas- 
austausch aufweist. 

25 12. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprttche 8 bis 
11/ 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die HohlgehSusepackung (17) ein Schallsensorgehause ist 
und die Abdeckung (18)- eine zentrale Offnung (21) zur 
30 • Schallaufnahme oder 'Schallabgabe aufweist, 

13. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spxiiche. 
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dadurch gekennzeichnet , dass 
mindestens elne der Kunststof flagen (3) einen vorver- 
netzten Kunststof f (22) auf waist. 

5 14.. Bloktronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, 

dadurch ge.kennzeich.net, dass 

mindestens eine der Kunststof flagen (3) Glasfaser- oder 
Kohlefaserverstarkuftgen aufweist. 

10 

i5, Nutzen mit mehrer.en Bauteilpositionen (23) , wobei der 
Nutzen (24) mshrere Kunststof flagen (3) und mindestens 

1 a±ne ^rgra b^nen Leiterbahnlage (4) aufweist und wobei 

jede Bauteilposition (23) mindestens einen Halk>leiter- 
15 chip (5) mit auf einer Aufienseite (6) verteilten spitz- 

kegeligen Aufcenkontakten (7) aufweist, und wobei die 
spitzkegeligen Auiienkontakte (7) in dem Nutzen (24) eine 
der Kunststof flagen (3) durchdringen und Duzchkontakte 
(8) zu der vergrabenen Leiterbahnlage (4) bilden. 

20 

16- Nutzen nach Anspruch 15, • 

dadurch' gekennzeichnet , dass 
jede Bauteilposition (23) ein Multichipmodul (9) mit 
m^hreren vergrabenen Leiterbahniagen (4) und mehreren 
25 Halbleiterchips (5), die spitzkegel^ge Aufcenkontakte (7) 

\)^^^ haben, aufweist, wobei die spitzkegeligen Auflenkontakte 

(7) der Halbleiterchips (5) in deiu Nutzen (24) unter- 
schiedliche Kunststof flageil (3) durchdringen und Durch- 
kontakte (8) zu unterschiedlichen vergrabenen Leiter- 
30 bahnlagen (4) bilden. 

17. Nutzen nach Anspruch 15 Oder Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
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der Nutzen (24) vergrabene Halbleiterchips (10) auf- 
weist. 

18. Nutzen nach einem der Anspruche 15 bis 17, 
5 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

der Nutzen (24). gedixnnte Halbleiterchips (11) mit einer 
Dicke zwischen 30 und 100 Mikrometern als vergrabene 
Halbleiterchips (10) aufweist- 

10 .19. Nutzen nach einem der Ansprttche 15 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, d as s 
der Nutzen (24) auf der Unterseite (12) uhd/oder der 

^v^^r^^^— in— j^d^r^ R*nt a il p r3>si_t ion (23) Auflenkon- 



taktflachen (14) aufweist. 



IS 




20. Nutzen nach einem der Ansprttche 15 bis 19 , 
dadurch gekennzeichnet / dass 

der Nutzen (24) auf seiner Oberseite (13) in jeder Bau- 
teilposition (23) Halbleiterchips (5) aufweist, . die mit 
20 ihren spitzkegeligen AuAenkontakten (7) die oberate 

Kunststof flag© (15) durchdringen und Durchkontakte (8) 
zu einer vergrabenen Leiterbahnlage (4) bilden. 

21. Nutzen nach einem der Ansprttche 15 bis 20 , 
25 dadurch gekennzeichnet ; dass 

der Nutzen (24) auf .seiner Oberseite (13) passive Bau- 
elemente (1 # 6) aufweist, die iiber Durchkontakte (S) in' 
der obersten Kunststof flage (15) mit einer der vergrabe- 
nen Leiterbahnlagen (4) verbunden -sind. 



30 



22, Nutzen nach einem der Ansprttche 15 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Nutzen (24) in einer der Kunststof flagen (3) fttr je- 
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de Bauteilposition (23) eine Vertiefung ftlr eine Hohlge- 
• hSusepackung (17) mit mindestens einer vergrabenen Lei- 
terbahnlage (4) und mit mindestens einem Halbleiterchip 
(5) aufweist, wobei eine weitere der Kunststoff lagen (3) 
$". eine Abdeckung (18) mit Durchkontakten (8) bildet. 

23. .Nutzen nach einem der Ansprtiche 15 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet , daes 

der Nutzen (24) mindestens eine Kunststoff lage (3), eines 
10 . vorvernetzten Kunststoff© (22) aufweist. 

24. Nutzen nach einem der Ansprtlche 15 bis 23, 
: d-a-d-u-r-c-h — g-e-k-e-n-n-z-e-i chnet f — d_als_s 

der Nutzen (24) mindestens eine Kunststoff lage (3) mit 
15. Glasfaser- oder Kohlef aserverstarkungen aufweist. 

25. Verfahren zur Herstellung mindeetens eines elektroni- 
schen Bauteils (1) mit einer 1 Gehausepackung (2) aus meh- 
reren Kunststoff lagen (3), mit mindestens einer . vergra- 

20 benen Leiterbahnlage (4) und mit mindestens einem Halb- 

leiterchip (5), der auf einer Aufienseite (6) verteilte 
spitzkegelige AuAenkontakte (7) aufweist, wobei die 
spitzkegeligen Aufcenkontakte (7) in de£ Gehausepackung 
(2) eine der Kunststoff lagen (3) durchdringen und Durch- 
25 kontakte.(8) zu der vergrabenen Leiterbahnlage 

- Vfl (4)bilden/ das folgende Verfahrensschritte aufweist: 

Herstellen eines Schaltungstragers (26) mit Aufien- 
kontaktfiachen (14) auf der Unterseite (12) des 
Schaltungstragers (26) und einer Leiterbahnlage (4) 
30 auf der Oberseite (27) des Schaltungstragers (26) , 

wobei die- Aufienkontaktf ISchen (14) und die Leiter- 
bahnlage (4) tiber Durchkontakte (8) durch den 
Schaltungstrager (26) elektrisch verbunden werden , 
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15 



Herstellen von Halbleiterchips (5) mit spitzkegeli- 
gen AuBenkontakten (7) , 

Aufbringen einer vorvernetzten Kunststof flags (22) 
auf die Leiterbahnlage (4) des Schaltungstragers 
(26), 

Durchdringen der vorvernetzten Kunststof fslage (22) 
mit den spitzkegeligen Auftenkontakten (7) minde- 
stens eines der Halbleiterchips (5) bis die spitz- 
kegeligen Aufienkont a kte (7) Durchkontakte (8) zu 
der Leiterbahnlage bilden und der mindestens eine 
Halbleiterchip (5) sich in die vorvernetzte Kunst- 
stof f lage (22) einpragt, 
_ n^^T,*--***-""* v*»rnftf.za n der vorvernetzten Kunst- 



stofflage (22) zu einer Kunststof f lage (3), 
Funktionstest des elektronischen Bauteils (1) uber 
die Auiienkontaktflachen (14) des Schaltungstragers 
. (26) . 



20 



25 




30 



26- Verfahren nach Anspruch 25/ 

dadurch gekennzeichnet, dass 

vor dera Ausharten und Vernetzen der vorvernetzten Kunst- 
stofflage (22) eine weitere vorvernetzte Kunststoff lage 
(22) zur Abdeckung des Halbleiterchips (5) aufgebracht . 
wird. 

27. Verfahren nach Anspruch 25 Oder Anspruch 26, 
dadurch gekennzeichnet , dass 
auf die Leiterbahnlage (4) des Schaltungstragers (2 6) 
eine strukturierte vorvernetzte Kunststof f lage (22) mit 
mindestens einer. Vertiefung (25) fur eine Hohlgehause- 
packung (17) aufgebracht wird. 



itum 26.06.02 16:24 FAXG3 Nr. 538059 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 34 von 43) 



FIN 399 P/20020S67X 32 



28. Verfahren nach einem der Anspriiche 25 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
auf die Leiterbahnlage (4) des Schaltungstragers (26) 
mehrere Folgen von Leiterbahnlagen (4) und Kunststof f la- 
gen (3) roit Durchkontakten (8) und eingebetteten Halb- • 
leiterchips (10) aufgebracht werden, wobei die spitzke- 
• gelige Aufienkontakte (7) der Halbleiterchips. (5) jeweils 
eine der Kunststof flagen. (3) durchdringen und Durchkon- 
taicte (8) zu einer der Leiterbahnlagen (4) bilden. 



10 




29. Verfahren nach einem der Anspruche 25 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

l^^^J B nf ■ ein a oberste Kunststof flage (15) eine obere Leiter- 

bahnlage (4) aufgebracht wird, die mi t. Halbleiterchips 
15 (5) und/oder passiven Bauelementen (16) zu einem Multi- 

chipmodul (9) besttlckt wird. 

30. Verfahren nach einem der Ansprilche 25 bis 29, 
dadurch gekennzeichnet, da s s 

20 die beanspruchten Verf ahrensschritte zur Herstellung ei- 

.nes Nutzens (24) mit mehreren Bauteilpositiohen (23) 
durchgeftthrt werden und der Nutzen (24) abschlieflend zu 
einzelnen elektronischen Bauteilen (1) aufgetrennt wird. 
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